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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

高温対応の成膜センサーに原子層堆積(ALD)法により堆積したアルミナ膜の膜厚を
計測し、膜厚の成膜温度依存性を検討した。また、方位の異なる水晶基板同士を常
温接合により貼り合わせ試料に対して接合境界の観察を行った。

実験
Experimental

高温対応の成膜センサーとして頂点温度の異なる３種類（250, 350, 470℃）
のCTGSセンサーを準備した。各センサーの頂点温度になるように基板温度を設定
してアルミナ膜を原子層堆積法によりそれぞれ成膜した。これらサンプルから断面
試料片をFIBにより作製してTEMにより断面観察を行った。結果を図１に示す。水
晶貼り合わせ試料の接合境界部分からFIBによりサンプル片を抽出し、断面観察を
行った。結果を図２〜４に示す。

結果と考察
Results and Discussion

図１の結果から、成膜温度によって膜厚が変化することが観察された。図２は、接
合の正常部と剥離部の断面SEM像を示しており、剥離が大きい部分では境界層の幅
が広がっている。図３は、接合部の断面TEM像を示しており、剥離部ほど境界層の
幅が広がっているのが観察される。図４は接合基板のA基板側、B基板側、および両
者を跨いだ領域の回折パターンで、それぞれの単結晶の面方位を反映したパターン
が観察されており、各基板は単結晶の状態を維持していることがわかる。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図１ 高温用成膜センサー上に堆積したアルミナ膜の断面観察.
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Figures, Tables and

Equations 2

図２ 接合部から抽出したサンプル断面SEM観察．
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Figures, Tables and

Equations 3

図３ 接合断面のTEM観察．
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図４ 接合部近傍の回折パターン．
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